Erliinterung der Kurzzeichen
von Halbleiterbauelementen

Transistoren
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(ileiehstromverstédrkung

Basisschaltung, Basis -

Kingangskapazitit (MOS-FET)
KurzschluBausgangskapazitit

Emitterschaltung, Xmitter -

Grenzfrequenz dor KurzschluBstromverstirkung in Basis-
schaltung

Girenzfrequenz der KurzschluBstromverstarkung in limitter-
schaltung

Ubhergangsfrequenz, Transitivequenz

MeBfrequenz

Rauschfaktor

KurzschluBstromyverstirkung in Bmitterschaltung

Riackwirkzeitkonstante

Basisgleichstrom

Kollektorreststrom bel stromlosem Emitteranscehlafy
Kollektorreststrom bei stremlosem Basisanschlull
KollektorkurzschluB3strom

Kollektorreststrom in Emitterschaltung hei positiver Basis-
Emitter-Spannung

Kollektorgleichstrom

Kollektorspitzenstrom

Emitterreststrom bei stromlosem Kollektoranschluf
Emittergleichstrom

Drainstrom

Totale Verlustleistung

Gesambwirmewiderstand  (Sperrschicht — Umgebung des
Baueclements)
Innerer Wirmewidorstand (Sperrschicht ~ Gehiluse des
Bauelements)

Gesamtwirmewiderstand  (Kanal-Umgebung des Baele-
ments) MOS-FE'T
Basis-Emitter-Widerstand
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Uwn
Ucro
Ucro
Ucrr

UCES

Usrsat
Ucrsat
U(sr)cro
U{sr)cro
U(sr)eno
Ugrrpsv
Uns
Upa
Ueas

Unr

Gopn

Vruh

Ve
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Vue

Yais

Tt

DNioden
Uznx
URP
Unrs

Usnnr
Us

Eingangswiderstand
Ausschaltzeit

Kinschaltzeit
Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung

Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Basis-Spannung bei stromlosem Emitteranschlull

Kollektor-Emitter- Spannung bei stromlosem Basisanschluf3
Kollektor-Emitter-Spannung bei AnschluB eines Wider-

standes zwischen Basis und Emitter

Kollektor-Emitter- Spannung bei Kurzschlufl zwischen Basis

und Emitter

Basissattigungsspannung
Kollektorsittigungsspannung
Kollektor-Basis-Durchbruchsspannung
Kollektor-Emitter-Durehbruchsspannung
Emitter-Basis-Durchbruchsspannung
Drain-Source-Durchbruchsspannung
Drain-Source-Spannung
Drain-Gate-Spannung
Gate-Source-Spannung
Abschniirspannung

Leistungsverstidrkung in Basisschaltung
Ubertragungsgewinn in Basisschaltung
Mischleistungsverstarkung
Leistungsverstirkung in Emitterschaltung
Ubertragungsgewinn in Emitterschaltung
Steilheit (MOS-FET)
LEinschaltzeitkonstante

Nennsperrspannung

Periodische Spitzensperrspannung
Stofspannung
Durchbruchspannung
Schlecusenspannung
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Uy Z-Spannung

AU 7 Z-Spannungsinderung
Ur Sperrgleichspannung
Tew Dauergrenzstrom
1 N Nenndurcehla3strom
Lgp Periodischer SpitzendurchlaBstron
Trs Stofistrom
Iz Z-Strom
Ira Uberlastungsstrom
I{.' K Kurzzeitstrom
fo Richtstrom
Alo Richtstromdifferenz
Ir DurchlaBgleichstrom
Fay 8% Durchlafigleichstromdifferenz
Ir;in Sperrgleichstrom
In Dunkelstrom
I Hellstrom
R Wiarmewiderstand
Rini Innerer Wiarmewiderstand
Rine AuBerer Wirmewiderstand
Ry DurchlaBwiderstand
Rn Sperrwiderstand
r Differenticller Widerstand
ry Z-Widerstand
I's Seriecnwiderstand
T Absolute Temperatur in "K
Py Temperatur in “°C
?a Umgebungstemperatur
P Gehdusetemperatur
¥ Sperrschichttemperatur
# K Kihimitteltemperatur
s Lagerungstemperatur
/N Betriebstemperaturbercich
TKaz Temperaturkoeffizient
tp Impulisdauer
ter Sperrverzéogerungszselt
ts Spelcherzett



ar Tragerdimpiung

Cat Gesamtkapazitit

OF Sperrschichtkapazitit
Ce Gehausekapazitit

fo Resonanzfrequenz

t, Grenzfrequenz

fo Giitegrenzirequens

Lic Gehiuseinduktivitat
s Serieninduktivitit

Pia HF-Eingangsleistung
Py Gesamtverlustleistung
Q Gutefaktor

N Richtspannungs-Wirkungsgrad
Thyristoren

Uusr  Ziundspannung

Unrr  Periodische und nichtperiodische Spitzenspannung

Unrw  Betriebsscheitelspannung

Uy DurchlaBspannung

Lo Zindstrom

It Mittlerer DurchlaBstrom (Dauergrenzstrom)
Trx Periodischer Spitzendurcehlaflstrom

I Haltestrom

tet Kinschaltzeit

te Freiwerdezeit

Standardverzeichnis
TGL 200-8160

TGL 200-8161 Blatt 2
TGIL 200-8200

TGL 200-8317

TGL 8098

TGL 11811

Begriffe der Halbleitertechnik

Begriffe fir Transistoren

Kurzzeichen der Halbleitertechnik
MeBverfahren fur Transistoren

Transistoren — Allgemeine technische Forderun-
gen, Priiffung, Lieferung, allgemeine Anwen-

dungen

Bauformen fiir Transistoren



Typenbezeichnung
fiir Fransistoren, Dioden und Gleichrichterdioden

Der erste Buchstabe gibt das Halbleiter-Matcrial an:
G - Germanium
S — Silizium

Der zweite Buchstabe gibt die Verwendungsmoglichkeiten an:
A - Diode allgemein
C - NF-Transistor
D — NF-Leistungstransistor
F - HF-Transistor
M - MOS-Transistor
P — Photodiode
S —~ Schalttransistor
Y ~ Gleichrichterdiode bis Ieny — 10 A
Z - Z-Diode, Referenzdiode

Fir die Typenreihen
VS 200/0,5 ... VSEF 200/6 und
VSF 203/0,5...VSF 203/6 lautet
der Typenschlissel :
z. B. VSF 200/6 - 52

V - Ventil

S — Silizium

F - Forcierte Luftkithlung

200 - Nenndurchlaflstrom in Ampere

s
I

Nennsperrspannung in 100 V (Klasse)
52 - NenndurchlaBspannung in 10 mV {Gruppe)

Fur professionelle Anwendung besteht die Typenbezeichnung aus drei
Buchstaben und zwel Ziffern.

Die ersten beiden IBuchstaben kennzeichnen, wie bei den Halbleiter-
dioden fiir allgemeine Anwendung, das Ausgangsmaterial und das Funk-
tionsprinzip.

Der dritte Buchstabe, fiir den die Buchstaben des Alphabets riickwarts
Verwendung finden, kennzeichnen die professionelle Anwendung. Die
beiden Ziffern dienen zur Unterscheidung verschiedener Typen fir das
oleiche Anwendungsgebict, Beispiel: SAZ 12 - Siliziumkapazitiitsdiode,
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Kurzhezeichnung fiir Miniplasttransistoren

C 06 &~ SC 206
C 07 & SC 207
K15 SE 215
K16 2~ SK 216
I 40 SE 240
B 45 SE 245
S 00 SS 200
S 0l NS 201
S 02 8 202
S 16 & 88 216
S 18 NS 218
519 8219

Do

?

| |
i
i

1D P

1

Technische Daten

Die elektrischen Kennwerte geben Auskunft iber das statische und
dynamische Verhalten der Halbleiterbauelemente. Das Frequenzver-
halten wird bei einigen Typen unter den Betriebswerten angegeben.

Die Hochstwerte beinhalten maximal zulédssige Kenn- und Betriebswerte,
die noch keine Zerstorung des jeweiligen Bauclements zur Folge haben,
1¥in einzelner Hochstwert darf auch dann nicht Gberschritten werden,
wenn andere Hochstwerte nicht voll ausgenutzt werden.

Beim Uberschreiten bzw. Nichteinhalten dieser Hinweise erlischt jeder

Gewithrleistungsanspruch.
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Bauformen
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GC 1007
GC 101"

fiir Verstirker, Misch- und Oszillatorstufen im

Ge-npn-Leglerungstransistoren

Nieder- und Mittelfrequenzgebiet

Elektriseche Kennwerte (fiar ¢, = 25 °C — 5 grd)
—1(']5” ‘-L: 16 lu;\ l)t‘i —U R = 6 \’7
-—l{-[;n 2 500 ,uA bel —ch;; = 25V
—-4‘-1{‘&1{) :_ (iUU g'ux l}('_‘-i —I,T [ 6 \",
—1 OO = 5““ ji;l l)(‘j —U LR == 15 V
fn:}th P 1 MH~ l)(’i -—LT Cp, == 6 \, -—_[(_: == 1 Ill:\
G 100 = 3 B}HZ ) i
—-—F‘-—- : < 25 A1 Preal .' ---l.JC[; — i 1\12[ —l([ = O,Hrllh’l
,, i <Hz; —
GC 10l f ”H” e = 500 2
I 10 dB o = EhE
Hichstwerte (fir ¢, = 45 °C)
—LU oo - 15V Piot - 30 mW
—-Usno == 10V i = 75 °C
—I(f - 15 IIL:\. 03 75 UO
I]q == JdmA
—1In =  Hma Rinja = 1 grd/mW

Bauform 5
TGL 200-8391

+ Nicht fur Neuentwicklungen
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Gie-pnp-Legicrungstransistor fir Steuer- und Regel. Gc 112+

sweeko mit hoher Sperrspannung, besonders in
Ablenkeinheiten von TV-Empfangern

Elektrisehe Kennwerte (fiir #, = 25 °C — 5 grd)

~——Jego < 18 uA bei —Ues = 15V

—Ixno < B0 uA bei—Ugp = 10V

—Ters << 500 A bei —Ucgs = 80V; Rprg =020

11219 = 10. .. 80 bei “_UCE == 6 V’r; —~—-Ic = 2 Il’lA.; f— lkHZ
fr > 300 kHz bei —Uer = 6V; —Ic = 2mA

Ilichstwerte (fiir 8, = 45 °C)

—Ucgs = 80V; Ree =0 Pa — —25°C--- 465 °C
—CUgrpo = 20V Rinja << 0,38 grd/mW

—1e — 150 mA Rinje < 0,05 grd/mVV

—Ig = 5H0mA

iy = 80 °C

Bauform 5
TGL 200-8435

+ Nicht fiir Neuentwicklungen
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G C 1 1 6 " Ge-pnp-Legierungstransistor fiir Vor- und

Treitberstuten in NE-Verstiirkern

Elektrische Kennwerte (far 4. = 25 °C — 5 grd)

—TIcno << 18 4A het —Uesp = 6V

—Irpo < 50 A bei —Ugs = 10V

—Jceenr < 250 A bel —Ucrr = 20V; Rgeg = 1k0

fr = 750 kHz bei —Ucer = 6V ; —Ic¢ = 2mA

1 < 20dB hel —I¢ = (0,3mA; —Uecg =06V
Ry = 500 Q; f = 1 kHz

Ja%i — 1 kHz=

hoto > 28 beir —Ucgr = 6V; —I¢c = 2mA

¥ = 1 kHz

échstwerte (fir ¢, — 45 °C)

—Ucpo = 20V By = 80 °C

—Ugso = 10V

—Uepr = 20V By = 25 °C -+ -4-465 °C
bel Rgr = 1 ko Rinja < 0,38 grd/mW

—T¢ = 150 mA Rinje < 0,05 grd/mW

—Ixn = 50 mA

Bauform 5
TGL 200-8392

+ Nicht fiir Necuentwicklungen
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Ge-pnp-Legicrungstransistoren

GC 117’

Rauscharme Transistoren fur Vor- und Treiberstufen

in NE-Verstirkern

GC 118

Elektrische Kennwerte (fur 8, = 25 °C -— 5 grd)

—1 CRO <_: 18 MA bel —-LT(:B = 15 \"F

—IE é 200 ;cA bE’.‘i 'U(BR)EBO oz 10 \T

—Tegr < 100 A ber —Uc¢er — 20V; Ry = 1k

fp > 1,2 MH=z bet —Ucr — 6V; —Ic=2mA

GG 117

I < 10dDB bei —Ic = 0,3mA; —Uce = 06V
Af — 1 kHz

xC 118

F < 5dB

haie > 45 beli —Ucex == 6V; —Ic = 2mA
f 1 kHz

ITichstwerte (fir ¢, = 45 °C)

~Ucpo = 25V ¥ = 80 °C

—Ugso = 10V

—TUcgr = 20V; Rgr = 1k #a = =25 °C -« 465 °C

-—Ic = 150 mA
——IB = bl mA

DBauform 5
TGL 200-8392

Rinja < 0,38 grd/mW
Rinje = 0,05 grd/mW

+ Nicht fiir Neuentwicklungen
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GC 121

Ge-pnp-Legicrungstransistoren

Transistoren fiir Treiberstufen in NF-Verstirkern

2GC 121

Leistungen

vorzugsweise als 2 GC 121 in Endstufen mittlerer

Elektrische Kennwerte (fir ¢, —

25 °C —- 5 grd)

-— ICBO g 18 FL¥4 bel —UCB - 15 \T

—IEB() g 50 ‘HJX bC‘l UEB ] 10V

- 'I(‘}-;R g 100 ;LA. })('Fi - - U("ER — 20 ‘T; R'B]C — 1 kQ

fhzlc :l’ ]2 I{HZ b(‘i -'"'U(‘H == 2 \"r; — I('_'_ - 10 TILA.

B > 28

2 C121

;E_Iq < 1,2(Tn1 > Tpa) bt’.l —Ig = 20mA; ~ .IJ cr = 6V )
Ine bel —Ie — 100 IILA; —Uc¢n = 0,5 Y

IHichstwerte (fiir 4, — 45 °C)

—Ucpo = 25V

—Ukpo —= 10V

—Uc¢rr == 20V; Rpr = 1 ko
—I¢ = 250 mA

—Is = H0mA

Bauform 5
TGL 200-8393

& — 80 °C

19'3, —"'"25 OC Poe e "I‘ 65 OC
Rinja < 0,38 grd/mmW

Rinje << 0,05 grd/mW
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Ge-pnp-Legierungstransistor G c 1 22 T

Nicderfrequenztransistor mit erhohter Spannungs-
festigkeit

Elektrische Kennwerte {fiir 8, = 25 °C — 5 grd)

— ICB() g 18 puﬁ b(‘l UCB == ]5 \'T

—Jepo < B0 uA bei—Ugrpn = 10V

—Ieer << 100 A hei —Ucrpr = 33 V; R = 1 kg

fusie > 12 kHz bei —Ucg == 2V; --I¢c= 10mA
B > 18 bei —Uecg -=0,8V; —I¢ = 100mA

Hochstwerle (fur ¢, == 45 °C)

—Uc¢so = 33V B = 80 °C

- Uerxn = 33V; Rge = 1 k& _

— Uggo = 15V P . .—95¢°C ... +65 °C
. — 250 mA Rinja =< 0,38 grd/mW

—Ig = HO0mA Rinje =< 0,05 grd/mW

Bauform 5
TG 200-8393

+ Nicht fur Neuentwicklungen
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G c 1 23 + Ge-pnp-Legierungstransistor

Nicderfrequenztransistor mit hoher Spannungs-

festigkert

Elekirische Kennwerte (fiir 9, == 25 °C — 5 grd)

—Ieno << 18 1A bel —Uen =15V
~ Iepo << 50 uA bei —Ugs = 10V
—Teenr < 100 1A het —Ucgr = 66 V; Rpg - 1 ko
frnaie > 12 kHz hei —Uer == 2V; —TI¢ — 10 mA
B > 18 bei —-Ucp «=20,0V; —I¢ — 100 mA

Hoehstwerte (tar ¢, — 45 ()

-—Uc¢so = T0V i 80 °C

~Uckr = 66V; Rup = 1 ko

—Ugno = 15V #a =25 °C L1 65 °C
----- I = 250 maA Rinje = 0,38 grd/mW

- — 5O mA Rinje =2 0,05 grd/mW

Bauform 5

TGL 200-8393

+ Nicht fiir Neuentwicklungen
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Ge-pnp-Legierungstransistor fir Treiberstufen und

NE-Endstufen mittlerer Leistung sowie als

Transistorpaar in Gegentakt-Endstufen

GC 301
2 GC 301

Elektrisehe Kennwerie (fiir 4, = 25 °C — 5 grd)

- Tepo =< 20 pA
— I(_‘f:() g 250 ;u’&
- --I]';Bo i 50 ‘luﬁ
- I('ER < 330 ,u.A
13 > 18
fhaie > 10 kHz
Paarigkeitshedingunygen
Toi 05
12
Ty N §TY
—Ugpr — (125 ... 183)mV
AUk < 10mV
1Hlichstwerte (fiir 9, -= 45
—U¢po = 32V

Ugpo = 10V

Ucgr = 32V
l'}(‘i ]{ R == 0,5 l{ {2
'_“'IC -7z 1 A
—1c = ZA
Bauferm 5

bei —Ucep == 6V
beli —Ucp = 32V
bei —Ugn = 10V
bei —Uer = 32V Rawn
bei — Uer = 1V; —-Ie
bei - -Uen = 2V; — I =

= 0,5 k&
= 350 mA
10 A

betr Uer o 6V - Je = 50mA
—Ucw —= 1V, —1¢ == 350 mA
bel —-Uer = 6V; —I¢ = 5 mA

'.'ZI(-.':)
-1 0,1 A
- I]_; 0,2 i\

:l{thju g 0,3 g}'(l;’m“-’
Rinje =0,04 prd/mW
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G D 160 Ge-pnp-Leistungstransistor fur Verstirkerendstufen,
fiir Steuer- und Regelzwecke sowie fiir Schalt-
anwendungen

Elektrische Kennwerte (fir #. = 25 °C — 5 grd)

—IcBo < 50 ﬂA. bel —-—UCB = 6V

—Ieevy < 1mA bei —Ucr =20V; —Ugp = 1V
—Icrs < 1,5 mA bei —Ugg = 20V

~—TgBo << 100 A bei —Ugg = 10V

—Ucgsat << 0,6 V bei —I¢ = 8A; —Iz = 0,5 A
B > 30 bei —Uceg = 6V; —I¢ = 0,2 A
fr > 250 kHz bei —Uceg = 6V; —I¢ = 0,1 A
Paarigkeitsbedingungen

E > 1,2 bei —Uce = 6V; —I: = 0,2A
Ig: —Uce = 2V; —Is = 3A
(Is: = Ina)

Usx < 1,2 bel —Ucyg = 2V; —I. = 3A
Usze

(Usr1 > Uggz)

Hichstwerte (far 9, = 45 °C)

—Ucpo = 20V —Is = 0,6 A

—U¢gs = 20V Piot = 5,3 W

—Ugso = 10V hei ¢, = 45 °C

—Ucegr = 18V Fymex = 85 °C

bei Rgg = 50 £

—Ic = J3A Rinja << 7,5 gI‘d/mVV

Ig = 3,6 A

Bauformm 6
TGL 200-8238
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Ge-pnp-Leistungstransistor fur Verstiérkerendstufen, G D 170
fur Steuer- und Regelzwecke sowie fir Schalt-
anwendungern

Elektrische Kennwerte (fiir ¢, = 25 °C — 5 grd)

—XeBo << 50 uA bhei —Ueg = 6V
—legvy << I mA bei—Uc¢cg = 20V; —Upp = 1V
--Ices =< 1mA bet —Ucyx = 33V
—Igro = 100 1A bel —Ugg = 10V
—Ucksat << 0,6 V bei—Iec = 3A; —Is = 0,5A
B = 30 bei —Ucg = 6V; —Ic¢ = 0,2 A
{1 > 250 kHz hei —Ucg = 6V; —I¢ = 0,1 A

"aarigkeitshedingungen

IB_l _>_ 1,2 bm “UCE = 6\"; —Ig = 0,2 A
Ina —Ucnw = 2V; --Ic = 3A
(Ini = Ie)

TaT :

I_*_‘T_l < 1,2 bei—-Uey = 2V; —I¢ - 3 A
L‘uEz

(Usg1 = Ugge)

1lichstwerte (fiir ¢, -— 43 °C

—Ucso = 33V —Js = 0,6 A
—Uers = 33V Pio: = 53W
-—Uxrse = 10V bel 4, = 45 °C
~Ucer = 30V #imax = 85 °C

beit R = 560 2

—Ic = 3A Rinja < 7,5 grd/mW
Is = 3,6 A

Dauform 6
TGL 200-8238
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G D 1 75 Ge-pnp-Leistungstransistor fiir Verstarkerendstufen,
fir Steuer- und Regelzwecke sowie fur Schalt-
anwendungen

Elektrische Kennwerte (fiur ¢, = 25 °C — 5 grd)

—Tepo =< 50 puA bei —Ucp = 6V
—Iegy << 1ImA bel —Uecg =20V —Upp = 1V
— Ty =< 1 A hel ~-Uegyp == OV
—-Teno = 100 p\ bel —Ugg — 10V
—Ucrsur < 0,6V hel —Ie¢e = 83 A; —Ip = 0,5A
B = 30 hei —TUeg = 6V; —I¢ = 0,2 A
fr = 250 kHz bei —Uep = 6V; —I¢ =0,1TA

Paarigikeitshedingungen

I, - 1.9 beit —Uep — 6V; —-Ic o 0,2 A
Tisa B - Uck == 2V; —I¢ = 3A
(L == L ize)

U | . |

et < 1,2 bei—Ueg - 2V; —I¢ = 3A
Upie

Haehstwerte (far 4, - 45 ()

Uipno - 50V — Iy -2 06 A
Ucus - HO Y Pt - 5,3 W
o o 10V bhel 9, — 45 “(!
Ucenrn =+ 48V P imax = 85
het Rge = 50 £
—Ic = 3 A Ringa == 7,58 grd/mW
I = 3,6 A

Bauiorm 6
TG 200 -8238
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Ge-pnp-Lelstungstransistor fiir Verstarkerendstufen,

fiur Steuer- und Regelzwecke sowie fir Schalt.

anwendungen

GD 180

Elektrische Kennwerte (fir 8, = 25 °C — 5 grd)

—leso =< 50 pA
-Tepvy =< 1 mA
~Teps <€ 1mA

- Iano << 100 A
-Udlpsu << 0,6V

B3 > 30

fr = 250 kHz«

Paarigkeitshedingungen

Ly

= 1,2
.l“'_{
(I == Tige)
| RETES
HE < 1.2
Uike

(Ut = Unpe)

Hoehstwerte (fiur v, - -
U'(_‘ BO - 66V
Ucgs - 66V

Uknso = MV
Ucer = 60V
bel Rpr = 50 O
— I = 3A
L = 3,6 A

Bauform 6
TGL 200 -8238

45

bel —-Uep == 8V

bei —Uex = 20V; —Upp = 1V

bel —Uer = 66V
bel --Uypg = 10V
bet —Xe = 3A; - I,
bel ~—-Uc¢p = 6V; - 1.
bei —Uer = 6V; --I¢

bei - -Uep - 6V; - L
- -LT O — 2 4 ; - l(.-'

bet - Uewn ~ 2V I

()

- 1y 0.6 A
I_)tu} el 5,:; \x*
het 94 - 45 °C
Pimax = 85 °C

Rinja = 7,5 grd/W

. 0,5 ;\
20,2 A
— 0,1 A

2 A
3 A
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G D 240 Ge-pnp-Lelstungstransistor fir Verstirkerendstufen,
fur Steuer- und Regelzwecke sowie fur Schalt-

anwendungen

Elektriseche Kennwerte (fir #, = 25 °C — 5 grd)

—TIcro << 100 pA bei —Ucep = 6V
— T oy =< 2 mA bei Ucr = 30 \"T; Uupnr — 1V
—Ices < 4 mA bei —Uegp = 30V
—Ieso = 500 1\ bet — U = 10V
—Ucgsat = 0,6 V bel —1I¢ = J3A; —Isg = 0,3A
B << 40 bei—Ucr = 6V; —I¢ ==0,5A
fr > 3560 kHz= bei —-Uce - 6V; —Ic¢c =0,1A

Paarigkeitshedingungen

Iu}_ - 19 bei —Ucw — 6V; —Ic¢ o= 0,5 A

Ig2 - —Uc¢w = 2V; —I = 3A

(Ina = Type )

Ui - 1.9 boi o, - _
= T ’ LR | U(:E — 2 V, —~--IU Co- 3 f\

IHochstwerte (fir ¢, —= 45 ()

Ueno = 30V —1Ip = 0,6 A
—UWUens = 30V Pige - 10W
~—Ugpo  -= 10V bhel ¢4 -- 45 <C
—Ucer = 25V Dijmax = 35 “C
bei Ry = 50 @

I = 3A Rienju <=4 grd/W
Ix = 3,06 A

Bauform 6
TGL 200-8238
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Ge-pnp-Leistungstransistor fir Verstirkerendstufen, G D 241
fiir Steuer- und Regelzweeke sowie fiir Schalt-

anwendungen

Elektrische Kennwerte (fiir ¢, == 25 “CC —- 5 grd)

~Tepe = 100 A bei —Uceg = 6V
S Tery =< 1ImA bei —Uer — 30V Cpr= 1V
- Tews =< 4mA bet —Uep = 40V

Tiso = 500 bet —Upp = 20V
- Ucgsar << 0,6V bet — Ie  —= 3A; —In = 0,08 A
B = 40 bei —Uecr = 6V; ——IL¢ — 0,0 A
f'r 2—‘_" 350 kHZ. b(‘-i —- U(r]?, b 6 \r’?; ——-I(j == 01 A.

Paarigkeitshedingungen

Tii . bei—TUer = 6V:; — Ic = 0,0A
o < 1,2 .

Lo —Uen - 2V 3 —Ic = 3A

(Ini = Ipe

'L(“ w1 < 1,2 bei —Uecp =+ 2V; —Ie = 3A

Urie

(Ui > Usra)

ichstwerte (fir #, — 45 °C)

—U¢po = 40V —Is =0,6A
—Ucrs = 40V Pior =— 10W
~Uipe = 20V bel ¢, = 45 °C
—Uczr = 35V Fimax = 85 °C

hei Regr = b0 2

—I¢ = 3A Ringa < 4 grd/W
Iy = 3,6 A

Bauform 6
TGL 200-8238
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GD 242 Ge-pnp-Leistungstransistor fur Verstirkerendstufen,
fur Steuer- und Regelzwecke sowie fitr Schalt-

anwendungen

Elektrische Kennwerte (fiir 9, —= 25 °C — 5 grd)

_'I(_“]_J. 5] < 100 ,HAL bel —UCB = BV
—I(_' K\ << 1 Il’]:k bt?‘i --—IUC W — 30 V; [TBF.‘. s 1V
'——I(:].;g < 4 mA bel UCE == H0 Y
—IEB{_‘) = 500 ,H:\ bei UEB — 20 V'
~—U ¢ ryat < 0,6 \Y bheol —--—Ic == 3 x"\; —1In == 0,5 A
B = 40 hei —-Ueg = 6V; —Ic¢ = 0,5A
for = 300 kHz=z bei — Uer == 6V; —Ie¢ = 0,1 A
Paarighkeitshedingungen

: IBI =< 1,2 bel I—:‘:(.'H = 6V,; —I¢ -— 0,56 A
IB2 —L [l DR 2 \"f; —I ¢ B 3 r\
(I 11 = Iga)
LvB E1 < 1,2 hel — Uep = 2V, - T =2 3A
Uipe

(Uni: = Upsg2)

Haehstwerte (fiir 4, — 45 ()

-—Uc¢po =— 0V —Is =0,06A
—Ucrs = 50V Piot = 10W
—Uxrpo = 20V beir 8, = 45 <C
—Ucrgr —= 48V Himax — 85 °C

beir Rpp = 350 Q

—Ic = 3\ Rinja == 4 grd/W
Ig —= 3,6 A

Bauform 6
TGIL. 200-8240
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Ge-pnp-Leistungstransistor fiir Verstiirkerendstufen, GD 243
fir Steuer- und Regelzweeke sowie fiir Schalt-

anwendungen

Flektrisehe Kennwerte (fir 9, = 25 °C — 5 grd)

--—ICUO g ]00 ,‘u’\ b(‘i. “UCB - 5] V
—JTepvy ==  1mA bei —Ucep = 30V, Uge == 1V
—Iers < 4 mA bei -~Ugeg = 65V
—IixBo << 500 LA bel —Uxpg = 20V
—Ucprsar << 0,6 V beit—I¢ = 3A; —Is = 0,0 A
B > 40 bei —Ucir — 6V:; —Ic == 0,5 A
fr > 300 kHz bet —Ue¢g = 6V; —Ic = 0,1 A

Faarigkeitshedingungen

IJj_l g ],2 bf‘l —Ucp, == ﬁ ‘-’7; —~Ic = 0,5 j\
T —Ueczg = 2V; —I¢ = 3 A
(In1 > Ina)

RELU bei —Uci — 2V; - Ie  ~ 3A
Upiz

{(Uses >> Upsxr2)

Hichstwerte (fir ¢, = 45 °C)

—Ucso = 65V —Ig = 0,6 A
-——Ucrgs = 65V Piot = 10W
—Ugse = 20V ber #4 = 45,°C
~-Uecgrn = 60V Fimax = 85 °C

bei Reg = 50 @

—Ic = 3A Rinja < 4 grd/W
Iz = 3,6 A

Bauform 6
TGL 200-8240)
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G D 244 Ge-pnp-Leistungstransistor fir Verstirkerendstufen,
fir Steuer- und Regelzwecke sowie fir Schalt-

anwendungen

Elektrische Kennwerte (fiir ¢, = 25 °C — 5 grd)

—Tepo <2 100 A bei —Uens = 6V
—Tery << 1 mA hel —Ucg = 30 V; Upeg= 1V
—TIers =<  4mA bei —Ucgwr == 716V
—Teno << 500 A bei —Ugps = 20V
— Uepsar =< 0,6 V bei —Je = 3J3A; —Ig —=0,5A
B > 40 beir —Uer — 6 V'; — Te — 0,5 A
fo > 300 kHz=z bei —Ucr = 6V; —I¢ —=0,1 A

Paarigkeitshedingungen

I}_:«;i < 1’2 bei U(*]a_: 6\"7; ——Ic p— 0,5 A
Tre —Uer = 2V; —1¢ = 3A
(Ipr = Ine}

_UBI ! < 1,2 bei —Ueg = 2V; —Ic — 8 A
- Uspune

(Upr1 == Us=rz)

Ifiichstwerte (fur ¢, = 45 °C)

—Ucpo = 75V —Is = 0,6 A

—Ucgs = 75V Piot = 10W

—Ugpo = 20V hel #, = 45 °C

—Ucgr = 70V #imax = 85 °C

bei Rprg = 50 2

—I¢ = JA Rinja < 4 grd/W

IE == 3,6 A

Bauform 6
TGL 200-8240
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G F 1 00 + | Ge-pnp-Legierungstransistoren fiir Anwendungen

im AM-Bereich
GF 105"

Elektrische Kennwerte (fiir ¥, = 25 “C - 5 grd)

—ICBO g 10 ,U.A bei UCB == G\T
-—Icso << 500 A bei — Uen = 253V
—ICEO g GOO ,HA b(’i —-—UCE — 6 V
—Tcrs << 25 'H;A bel Uer —= 6V
— Tuno < 500 nA betr —Ugp == 15V
fno1n = 3 MHz bel —Ueyp == 6 V; —-I¢ = TmA
f — 3 MHz
GF 100
¥ =< 15d13
bei- Uep = 6V; —I¢ — 0,6 mA
f — 500kHz: R, — 1k
GIF 105

Ie < 20d13

Hichstwerte (far ¢, — 45 °C)

—U¢po == 156V ?; — 75 °C
—Ugso = 10V P ==z 5 °C

—1I¢ = 15 mA

Iy = 15 mA Ringa < 0,6 grd/mW
—1Iyp — S mA

Bauform 5
TGL 200-8390

+ Nicht fiir Neuentwicklungen
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Ge-pnp-Legterungs-Diffusions -Transistoren

e Vor-, Misch- und ZF-Stufen im MY
LW-Bereich G1F 120;

i KW-Bereich GE 121, GF 121b

fiie WM, ZF-Stufen GF 122, GF 122b

GF 1207
GF 121
GF 121 b+
GF 122~
GF 122 b*

V- und

- Elektrisehe Kennwerte (fir ¢, = 25 °C

5 grd)

~Teno == 7,5 nA bei —Uecpy = 6V

- I(_‘_ IOl ";': 90 ‘Hil 1)01 —-—-I.;CE == 6 .\r; I'{nl;; e 30 l{f)

—1 RO 100 ﬂf\. bed ——UF,P. T 0,5 Y

—Tene =< 100 nAA ber- -Uep = 25V

——L{'Hs = 20 ,H.I\ het - U{:}-; — 6V

I > 20

GIFF 1203 G 121 G 122 beit —Uep == 6V
—Ic¢ = 1mA

B == 30

GE 122D bet — Uy == 6V
- I - I mA

B = 40

GIF 121D

GE 120 fr >
Gl 121, GF 121b f'_[‘ = 25 MHz })(‘1 —- —[T(L
GF 122; GF 122b fr >

Hichstwerte (fur 94, = 45 °C)

~--U(:1’:‘.0 - 25 V-
- Ukno = 0,8V
—~Ue¢r = 153V bei Ry = 100 k2
—I¢ = 10 mA
Ir = 11 mA
+1Ig = 1 mA

Bauform 7

bei -—U(*r = 6V

—Je = 1mA
<= 0,0 mA
o= 1maA

—~ 6 V- T,

30 MHz ber —Uceyp = 6V — Ie = ImA

9, = 75°C
’l?& — 65 CC
i}j max =— 75 OC
tamax = G5 OC

Rinja = 0,6 grd/mW

+ Nicht fur Neuentwicklungen
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G F 1 26 + Ge-pnp-Legierungs-Diffusions-Transistor

fur AM-Zwecke

Elektrische Kennwerte (fur #, = 25 °C — 5 grd)

—Te¢no < 7,5 #A bei—Uce = 6V

—JIcgo = 100 A bei —Ucs = 20V

—Tgso << 100 pA bei —Ugs = 0,50V

B > 40 bei —Ucg = 6V; —Ic¢

—Ci2e < 2,1 pF bei —Uc¢r = 6V; —Ic¢
f — 10 MHz

Viie < 42 dB bei —Uceg = 6V; —I¢c =
f — 500 kHz

Iéchstwerte (fur #. = 45 °C)

—VUcpo = 25V By = 75 °C

—Ugso = 0,6V #a = 65 °C

—I¢ = 10 mA

Ik = 11 mA " Rinja < 0,6 grd/mW

+1n —= 1l mA

Bauform 7

TGL 200-8534

I mA
1 mA

I mA

+ Nicht fiir Neuentwicklungen
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G F 128 b Ge-pnp-Legicrungs-Diffusions-Transistor
far TV.-ZF-Stufen

Llektrische Kennwerte (ftar ¢, = 25 °C — 5 grd)

—Tepo <€ 7,5 nA bei —Ugep = 6V

—Icro < 100 1A hetr —Uen = 253V

~—Igpo == 100 A\ bel - Upp —= 0,0V

I3 = 40 het -~ Uew — 6V, - T¢ — LA

- Crae < ],2 ])F hot - ---LT(' Mo 6 \"r; - I(: = I'mA
{ == 1O MH=

b = 100 MHz bet - Uewn =— 10V - -Ye - 3mmA
i = 100 MHz

[hiant =2 24 ps betr - Uep == 10V; - Tc¢ .- 3mA

e f = 30 MUz

Hiehstwerte (far 9, 15 ()

Ueno —= 25V 5 =75 ¢
- -Unupo = 05V 7 .65 70
— I = 10
T : 1T mA
S I Rinja <7 0,6 grd/mW

Bauform 7
TGI 200-8534

+ Nicht fur Neventwicklungen
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Ge-pnp-Legierungs-Diffusions-Transistor

fiitr FM-ZF-Stufen

GF 1307

sl

llektrische Kennwerle (fur #, — 25

C — 5 grd)

] l]l;k
1 m\

I mA\

Ieno < 7,50 nA bel--Uen = 6V

- Teso =< 100 A het- Uen -= 20V

~Tuso < 100 A bei —Ugp == 0,6V

3 > 40 bei- Uer = 6V; —1¢ -

- e1ze = L4 pK bei —Uep = 6V -—Ic¢ —
f = 10 MHz=z

Vie == 27,5 dB3 bei—Uck = 6V; — I¢ =
t —= JO MHz; 13; == 80 2

Héehstwerte (far 2, -~ 45 "C)

—Uc¢npo == 2BV 5 — 75 °C

- Uppo = 0,5V ¥ 65 “C

- I¢ = 10mA

I = 11 mA Rinja < 0,6 grd/mW

1 In == 1 mA

Bauform 7
TGL 200-8396

+ Nicht fiir Neucntwicklungen
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G F 131 b Ge-pnp-Legierungs-Diffusions-Transistoren

fiar UKW -Mischstufen
GF 181"

Elektrisehe Kennwerte (fiir 4, = 25 “C — 5 grd)

—JTeno < 7,0 A belr - Uer = 6V

- Ieso < 100 1A betr —U¢grp == 25V

‘—IEBO < 100 'H;X b(“i I:]-;B — 0,5 V

B > 40 bel —Uc¢pr = 6V; —I¢c= 1mA

GF 131

Ve = 9dB het Uen =  7TV;  I¢=1,mA
f - 100 MHz

User = 140 mV bei —Uep = TV —Ic¢ = 1,5
f = 100 MHz

G 181

Vie = 11 dB MeBbedingungen entsprechen der

Uiz = 140mV Type GI¥ 131

Uour = 120 mV bei —Ucp = 5,0V;: —1¢ — 0,9 mA

f — 100 MH=z
Hichstwerte ({iir 7, — 45 "C)
- Uepo = 23V 7 = 275 0
Uzpo = 0,5V m -= -} 65 "C

—1Ic = 10 mA

I = 11 mA Rinja =< 0,6 grd/mW

+1Ig == I mA

Bauform 7
TG 200-8396

+ Nicht fur Neuentwicklungen
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G F 1 32 + Ge-pnp-Legicrungs-Diffusions-Transistor
fiur UKW-Vorstufen

Elektrische Kennwerte (fir 8, = 25 °C — 5 grd)

—Teso << 1,5 A bel —-Uep = 6V
—-Teno < 100 pA bei -—Ucgy == 25V
- Tupo << 100 pAA bet —Ugp == 0,5V
B = 40 bet — Uy == 6V: - TI¢==1mA
Vib < 23,5 dB bei —Uep = 6V; —Je = 2mA
f = 100 MHz
¥ — 7dB3 bei —Ucp = 6V; - I¢— 2mA
f = 100 MHz; Rg = 70 2

Hichstwerte (fiir 4, = 45 °C)

- Ueno = 20V B = 75 C
Ukno — 05V 9. e 65 C
- L = 10 mA
I == 11 mA Rinja << 0,6 grd/mW
S T — 1 mA

Bauform 7
TGL 200--8396

+ Nicht fiir Neuentwicklungen
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Ge-pnp-Legierungs-Diffusions-Transistor G F 1 39 +
fur FM-ZF-Stufen sowie als Vor- und

Mischstufentransistor in AM-Empfiangern

Elektrische Kennwerte (fiir 4. = 25 °C — 5 grd)

—IeBo << 7,5 A ber —Ues = 6V

—Icpo << 100 1A bei —Uep = 25V

—Irgo < 100 A bei —Ugp = 0,5V

13 > 40 bei -—Ueeg = 6V: —Ic = 1mA

Viie > 27,5dB bei —Ucg = 6V; —I¢c = 1 mA
f = 10 MHz; Rg;= 80 %

Hiehstwerle (fiir ¢, ;= 45 “C)

—Ucpo = 25V ?y = 75 °C
——Ugpo = 0,5V P = 65 °C
—Ic == 10 mA

I == 1} mA Rinja < 0,6 grd/mW
+1Ip = 1 mA

Bauform 7
TGL 200-8396

+ Nicht fur Neuentwicklungen
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G F 145 Ge-npn-Mesatransistor fiir Vor-, Misch-

O=zillatorstufen bis 860 MHz

und

Elektrische Kennwerte (fitr 4. = 25 °C — § grd)

—JIepo £ 8 uA bei —Uen == 20V; Iy =0
—Ic¢ro == 500 uA bei—Ueg = 15V; Iy =0
~—JIpso << 100 A bei —Upp = 0,3V; I¢ =0
—Iy =< 150 bhei —Ucr = 12V; —Tc = 1,5 mA
Gpl) = 9dB bet —Ucp = 12V; —Xc =0 1,5 mA;

f = 800 MHz=
Uen 12V —Jc = 1,6 mA;
f -2 800 MHz: R, = 60 2

¥ < 9dB bet

|

Hochstwerte {(giiltig bis djmax)

~—Ueno — 20V T = 10 mA\
—Uero = 16V — T3 —= 1TmA
—Upno = 0,3V ?; = Y0 *C

1) In angegebener Leistungsverstivkungs-Me@schaltung gemessen

Bauform 8
TGL 200-8396

98



puBisIopIm)se [ 9JJIIULIOJSURI) J0)YO][OY] Usp jnu Jop

80y . g3 .
—— —— Ju
19 001 JUZT
*- il ~
S F09
oM 5%
VI_
-) 4071 =9V
|
¢ 7 :
EXGL =1y 40027
7 |
bunjadoysny J SIaaRsbunjia;
Gl 49

.\

= T

TZYLIC 00S ogq Sunssow-adyy anz dizusdsSun)jegos

99



G F 147 + Ge-pnp-Planartransistor fir Vor-, Misch- und
Oszillatorstufen bis 900 MHz

Elektrisehe Kennwerte (fir ¢, = 25 °C — 5 grd)

—TIcpo < 8 1A betr —Uen = 20V
—Icro < 500 A beit —Ucg = 156V
—IgBo << 100 A bei —Ugg == 0,3V
fr > 650 MHz bei —Uceg = 10V; —I¢c = 2mA;

f = 100 MHz=z

Gpo > 11,5 413 bel —Ucr = 10V; —I¢ = 2 mA;
f = 800 MHz; R, = 2 k{2
F < 6 dB bei —Uens = 10V; —I¢c = 2mA;
f = 800 MHz; R, = 2k
B > 10 bel —Ucr = 10V; —I¢c = 2mA

Hichstwerte (fur 9. = 45 °C)

—Ucso = 20V Piot = 60mW
—Ucro = 15V B = 90 °C
—Ugpo = 0,3V Pa = 60 °C

—I¢ — 10 mA

—Is == 1 mA Rinja < 0,75 grd/mW

Rinje =< 0,35 grd/mW

Bauform 8

+ In KEntwicklung - vorliufige Kenndaten
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(te-pnp-Legicrungstransistor fiir mittelschnellen

Schaltbetrieb mit hoher BBasis-Iomitter-Spannungs-

festighkelt, geeignet fiir den Einsatz in Rechen-

maschinen

GS 109

Clektrische Kennwerte (fir #, = 25 °C — grd)

—IcBo < 15 pA
—IcBo < 80 uA
—Icno << 800 A
—*'LTCRrest s 0,5 v
B = 29

7 < 1,5 pA
. < 15 pF
F < 25dB

— 15V #4 = 25 °C
15 V; #, = 45 °C

1

bei —Ucs
bei —Ucsg
bei —Ucs = 15V, 8, = 75 °C
bei—I¢ = 50mA; Ucg =0

bei —Ucg = 0,5 V; —I¢ = 50mA
bei —Ucg = 0,5 V; —I¢c = 50mA
bei—Ues = 6V; Ig=20

f = 0,5 MHz

bei —Ucg
f
Re

Hochstwerte (fur ¢, = 45 °C)

—Uecpo = 20V
—Ugrso = 10V
—UCepv = 10V
b{_‘i UBE = 0,5 V
e — 50 mAbY
—1¢ = 150mA

1V; —JIes = 11mA
1 kHz; nf = 1kHz=z
500 @

19';; = 65 C.C
B — 75 °C

Rinja =< 0,5 grd/mW

1) Maximal zuldssige Integrationszeit: 20 ms

Bauform 5
TGL 200-8399
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G S 1 1 1 Ge-pnp-Legicrungstransistoren fir mittelschnellen
Schaltbetrieb mit hoher Basis-Emitter-

Gs 112 Spannungsfestigkeit, geeignet fiir den Einsatz in
Rechenmaschinen

Elektrische Kennwerte (fiir #, = 25 °C — 5 grd)

—Icro << 15 uA bei —Uen = 15V #, = 25 °C
—TJTeBo < 80 uA bei —Ucep = 15V; ¢, = 45 °C
—Tco =< 800 xA bel - Uep = 15V &3 = 75 °C
—Ucnsat < 0,3V bei —Ie = 300mA; —Ig = 9,4 mA
—TUgs << 0,8V bel —JI¢ = 300mA; —Ig = 9,4 mA
B- = 29 beli--Uerg = 0,6V; —I¢ = 200 mA
ts << 1,5 ps bei —I¢ = 300mA; —Isz = 9,4 mA

GS111 «; < 1,2pus
bei ——UCE = 0,5 ‘T; -—Ic = 200 mA
GS112 13 < 0,9 us

Haéchstwerte (fiir ¢, = 45 °C)

—U¢po = 20V Ix = 200 mA
—Ugso = 10V #a = 65 °C
—U¢er = 158V, v F —=— 85 °C

beli Rgeg = 50 2

—Icl) = 200 mA Rinja < 0,5 grd/mW
—T¢ = 300mA

1) Maximal zulédssige Integrationszeit: 20 ms

Baulorm 5
TGIL 200-8399
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Ge-pnp-Legierungstransistoren fiur langsame Schalts GS 121

stufen mit hoher Bagis-Tomitter-Spannungsfestigkedit,

gecignet fiir den Einsatz in Rechenmaschinen GS 122

Elektrisehe Kennwerte (8, = 25 °C — 5 grd)

—Tepo =< 15 uA bel —Ucs = 15V; 8, = 25 °C

—Iero =< 80 pnA bel —Uepn = 15V; ¢, = 45 °C

~-Tc¢no < 800 A bei —Uces = 15; 9, = 75 °C

- Ucnrest << 0,5V bei —I¢ = 100mA; Ucp = 0

B > 28 bei —Ugg = 0,5V; —I¢ = 10mA

F << 25dB bei —U¢crp = 1V; —JIc= 1,0 mA
f = 1 kHz; Af = 1 kHz
Re = 500 @

Gy 121

141 << 10 us bei —Uce = 0,5 V; —Ic = 100 mA

lfoehstwerte (fur ¢, = 45 °C)

- UeBo = 30V Ig — 100 mA

—Ugso = 10V vr 80 °C

—VUeer = 20V;

Regg = 1ko 94 = —25°C...+6>°C
~-Ie¢ = 100 mAl) Rinja =< 0,38 grd/mW

—T¢ = 150 mA Rinje < 0,05 grd/mW

) Maximal zuléissige Integrationszeit: 20 ms

Baulorm 5

TGL 200--8399
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Universaldiode G A 1 00

Germanium-Spitzendiode in Aliglasaustihrung
mit einem geringen DurchlaBwiderstand

kennwerte {bei 9., = 25 °()

Ur< 1V belly = 5mA

In < 100 1A bei Ug = 10V

In < 500 A bei Ur = 20V

Iichstwerte ber #, == 25 “C ber #, = 60 “C

Un 20V 18 V

Unp (f = 25 Hz) 26V 24 V

Ugs (1 5; Pause 22 1 min) 30V 27V

1y 20 mA 4 m.\

Lep (f = 25 Hz) 45 mA 15 mA

f}-‘,\,‘ (1 s; Pause = 1 min) 100 mA 35 mA
H — Bd °C

| P'}’j - 80 UC

Bauform 9
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Universaldiode

GA 101

Germanium-Spitzendiode in Allglasausfithrung

mit mittlerer Sperrspannung und niederohmigem

DurchlaBwiderstand

Kennwerte (bet 7, 02 25 ()
U =< 1V bel I = 3 1ma\
Iw <2 40 pA bei Up - 10V
In < 400 4\ beli Uk = 40V
ITochstwertle ber 9, . 25 < hoet @, - -
Ux 40V
Une (f = 25 Hu) 50 V
Uns (1 s; Pause = 1 min) 55 V

153 ma

I

T (f .= 25 Hz) 45 mA

Ty (I s Pause = 1 min) 100 mi\
#i 55

dy =80 (!

Bauform 9

60 ¢
35V
15V
a0V

3 mA
153mA\

35 mA
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Universaldiode
Germanium-Spitzendiode in Allglasausfithrung

mit mittlerer Sperrspannung und geringem

GA 102

burchlaBwiderstand

Kennwerte (bei #5 -- 25 ()

Up =2 1V beir Ly 3mA

I]z f'_; 40 ‘u.A b[-‘.i U]{_ = 10 \r

l]{ ~'-‘_£ 350 ,H:'\ bel Un -— 60 \_,
Hichstwerte bel 94 — 25 °C het 9, - 60O ¢
Uu 60 V S50V
Uwr (f > 25 Hz) 70V 65V
Urs (1 s: Pause = 1 min) 80V 75V

I 12 mA

[ep (f > 25 Hz) 4 3mA
fps (1 s; Pause == 1 min) 100 mA
- #j = 5d °C

9, — 80 °C

Bauform 9

2.5 m\
15 mA
35 mA
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G A 1 03 Universaldiode

Germanium-Spitzendiode in Allelasausfithrunge
P g &

mit einer hohen Sperrspannung und einem geringen

DurehlaBwiderstand

Kennwerte (bei #, = 25 °C)

U< 1V bei Iy = 3 mA
Ir > 15 uA bet Uy = 10V

Ir = 250 A bei Ur = 80V
Hiehstwerte bei #4 = 25 °C bel #, =—
Usr 80V

Unr (f = 25 Hz) 90 V

Urs (I 3; Pause > 1 min) 100 V

Is 10 mA

Ire (f = 25 Hz) 45 mA

Tes (1 s; Pause > 1 min} 100 mA
—#y = 55 °(

+ 9y — 80 °C

Bauform 9

60 °C
65 V
5V
85 V
2mA
15 mA

35 mA
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Universaldiode

Germanium-Spitzendiode in Allglasausfihrung

mit hoher Sperrspannung

GA 104

Kennwerte (bei ¢, = 235 °C)

Up<< 1V bei I
Ir < 15 uA bei Ur
Ir <X 200 xA bei Ur
Hiochstwerte bei #4 = 25 °C
Ux 110V
Urr (f = 25 Hz) 115V
Unrs (1 s; Pause = 1 min) 120V
Ir 10 mA
Ire (f = 25 Hz) 45 mA
Tes (1 8; Pause > 1 min) 100 mA
—&y = 55 °C

L@ = 80 °C

Bauform 9

I

3 mA
10V
110V

b('i lr}a == 60 OC

80V

90V

100V
2 mA
15 mA
35 mA
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GA 105 Universaldiode

Germanium-Spitzendiode in Allglasausfithrung niit
cinem hohen  Richtspannungs-Wirkungsgrad. DBe-
sonders geeignet zur Gleichriechtung des amplituden-
modulicrten Bildsignals und zur Bildung der
Ton-ZF in TV-Geriten

Kennwerte (bey 4, = 25 ()

Uy =2 1V berITp — 3 1mA
T = 100 4A ber Up - 10V
Iw = 500\ heiUuw - 20V

Iichstwerte bei 94 = 25 °C bei #, =— 60 °C
Ur 20V 18V
Ure (I Z= 25 Hz) 2W0\ 24V
S (L =; Pause == Lmin) 30V 27\’
Ly 20 mA 4 mA
fpp (f == 25 Hz) 45 mA 15 mA
fx-'_-; (1 s: Pause = 1 min) 100 mA 95 mA
A= 5d U
+ #; = 80 “C

Bauform 9
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Schaltdiode GA 106
Die Sehaltdiode GA 106 ist cine Germanium-Spitzen-

diode in Allglasausfithrung. Sie cignet sich auf Grund

threr geringen Sperrverzogerung besonders fir den

Finsatz in elektronischen Rechengeriiten

Kenmwerte ber #, — 25 “C

Up < 1V bel Iy — 6 mA

[n =< 40 A bei Ug = 10V

i < 500 pA Sperrstrom nach 0,5 s

ir < 80xA Sperrstrom nach 3,5 ps
Hichstwerte hei &, - 25 °C bei 4. — 60 “C
Ur 25V 22V
Unp (f = 25 Haz) 35 V 30 V
Iy 20 mA 4 m:\
fpp (f > 25 Hz) 30 mA 12 mA
Tes (I s; Pause > 2 min) 50 mA 20 nmiA\
-y == 50 °C

+ By = 100 “C

Bauform 9
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GA 107 Schaltdiode

Germanium-Spitzendiode in Allglasausfithrung mit

geringer Sperrverzdgerung. Besonders geeignet fiir

den Kinsatz in elektronischen Rechengeriten und

LDVA

Kennwerte hel 4, = 25 °C

Ur < 1V

In < 8 A
In =< 104A
Ip = T0xA
1 <2 700 A

1w << 90 A

bei Ig = 5mmA
beiUp = 10V
bei Upr = 20V
bet U = 60V

Sperrstrom nach 0,5 s

Sperrstrom nach 3,5 us

Hoehstwerte bel 3 = 25 °C boet #, = 60 °C
Uxr 60V 50V
Uxe (f = 25 Hz) RY 5V
I 20 mA 4 A
[re (t = 25 Hz) 150 oA 40 mA
i[s_o, (1 5; Pause 2> 2min) 150 mA 40 mA

--8%; = - 50 “C
49y —= 100 =C

Bauform 9
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Universaldioden-Paar

Bestehend aus zwei Germanium-Spitzendioden in All-

dlacausfihrung. Die Dioden eines Paares hesitzen in

DurchlaBrichtuig cinen anndiithernd gletechen Verlaut

der Strome-Spannungs-Kennlinie,  Kinsatz in hoch-

ohmigen Ratiodetektor- und Diskriminatorschaltun-

aent. Die angegehenen Werte gelten fir dic Einzeldiode

2GA 109

Kennwerte (bei #, = 25 °C)

Iy = SmA bet Uy
In =7 40 1\ ber U
1y -2 300 A bei Up -
Iy, == 100 2\

_10 < 10 A1)

lliehstwerte bel #, = 25 °C
Ui 40 V
Cwe (f = 25 Hz) 50V
Urs (1 s; Pause = 1 min) 55V
1y 15 mA
f|.-|= {(f = 25 Hz) 45 mA
Iis (1 8; Pause == 1 min) 100 mA

55 °C

80 °C

.y

T

) Differenz des Diodenpaares

Bawlorm 9

~ 10V
40V

])(‘i ?t}n'

60 °C
35V
45V
SOV

3 m:A
15 mA

35 mA
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2 G A 1 1 3 Unitversaldioden-1aar

Bestehend aus zwel Germanium-Spitzendioden in All-
vlasausflihrang. e Dioden eines Paares hesitzen in
Durchlarichtung cinen anndhernd gleichen Verlauf
der Strom-Spannungs-Kennlinie, Kinsatz in nieder
ohmigen Ratiodetektor- und Diskriminatorschaltun.

gen. Die angegebenen Werte gelten fir die Einzeldiode

Kennwerte (bei 4, — 25 ()

I+ = 6 maA bel UF = 1V
Al == 1T mAl) berUp = 1V
IR ﬂ 40 [{;’X b(‘i U]{ = 10 \-r

Io = 150 A
Al < 10 AL

Hiochstwerte bet #4 = 25 °C
Ur 25V
Ure (t = 25 Hz) 35V
Lp (f = 25 Hz) 30 mA
)I\b‘s (1 s; Pause == 2 min) 50 mA
—=fy = 355 °C

4y = 100 °C

1) Differenz des Diodenpaares

Baulfoerm 9
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Universaldioden- Quartett

Bestehend aus vier Germanium-Spitzendioden in All-
glasausfuhrung, die in Durchlafirichtung cinen an-
nihernd gleichen Verlauf der Strom-Spannungskenn-
linie besitzen. Die Dioden eines Quartetts sind durch
Farbpunkte so gekennzeichnet, dall der richtige Zu-
samnmenbau zu cinem Ring erfolgen kann., Das Quar-
tett wird fiir Modulations- und Regelschaltung in der
Schwachstromtechnik verwendet. IDie angegebenen
Werte gelten fir die Einzeldiode, ausgenomimen der
Wert mit der FuBBnote?)

4 GA 114

Kennwerte (el 2, = 25 °C)

I, = 6...15mA bei Up = 1V
In << 40 uA bel Ug - 10V
In =< 150 A bei Ug = 20V
in << 500 pAl) nach 0,5 ps

in =< 80 pAl) nach 3,5 ps

ar > H N?

Ilichsthwerte bhet 9,4 = 25 “C

Ux 25 V

Uny (f = 25 Hz) 35V

Ivp (f = 25 Hz) 30 mA

leg (1 s; Pause = 2 min) 50 mA
#y o= 75 “C

Iy Dabei wird die Diode durch symmetrische Rechfeckimpulse mit emer

Folgefrequenz von 50 kHz und ciner Anstiegszeit von max. 0,1 us von

Iy = 30 mA auf Ur = 10 V umgeschaltet

4y In der angegebenen Mellsebaltung betrdgt die Trigerdampfung bel

ciner Trigerfrequenz von 200 kHz und cinem Triigereingangspegel von

lNaTi“>5N

Bauform 9
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0 4A 657 Universaldioden- Quartett

Bestehend aus vier Germanium-Spitzendioden in Al
glasausfithrung, die in DurchlaBrichtung einen an-
nihernd gleichen Verlauf der Strom-Spannungskenn.
linie besitzen. Die Dioden eines Quartetts sind in
cinem mit Kunstharz verschlossenen Polystyrolge-
hduse untergebracht. Haupteinsatzgebiet ist dic 'rii -
gerirequenztechnik  (Frequenzumsetzung).  Angege-
bene Werte gelten fie die Einzeldiode, ausgenciminet
der Wert mit der FuBnotel)

Kennwerte (bei 2, = 25 ()

I,7,5...12,8mA\ ber Uy — 1V
e < 40 4 A beit Ug — 10V
I << 300 A bei Up = 40V

arz= 4,5 N —

IHichstwerte bei #, - 25 (! het @, - 60 (¢
Uxr 40V 30V
Unr (f = 25 Hz) 50V 45 V
ET]U_.-, (1 s; Pause = 1 min} 35V o0V
I 15 mA 3 mA
[ (f = 25 Hz) 45 mA 15 mA
s (1 55 Pause 2+ 1 min) 100 inA 35 mA
9 = 55 °C

By = 80 °C

|
1) In der angegebenen MeBschaltung betrigt dic Trigerdimpfung hei
cinem Trigereingangspegel von Null Neper ap —= 4,5 N
Dic mittlere Triagerdiimpfung betrigt ungefihr 5,5 N

Bauform 27
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Sehaltdiodo GAY 60

Gennanium-Golddrahtdiode in Allglasausfithrung
mit kleinem DurchlaBwiderstand. Kinsatz in Schal-
tungen mit niedrigen Sperrspannunger

hennwerte (bel 2, - 25 ()

Up << 1,0V bet T 2 75 mA

In < 1000 1A bei Uy — 20V

Ciot << 1,6 pFk bei Ur == 1V f — | MHz
#y — 55 °C...+85°C

Iloehstwerte bei #, = 25 °C bet #y = 55 “C
L 75 mmA 60 m.A\
Lew 225 mA IS0 mA
Lis 500 i\ a00
1-:) (Uwr == 0) 75 mA 60 1A
1o (U -- Upp) 50 mA 40 mA
Ug 20V 200V
Ugp 25V 25V
ff}{.s 30V 30V
1’y 80 mW 60 W
Ren -2 0,5 grd/mW

Lr}jmm{ == &5 ”U
??nm:uc = HO CC

Bauform 9
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GA Y 61 Schaltdiode

Germanium-Golddrahtdiode in Allglasausfithrung
mit sehr kleinem DurchlaBwiderstand. Kinsatz in

Schaltungen mit niedrigen Sperrspannungen

Kkennwerte (bet 8, —= 25 <C)

Ur < 0,7V beily = 75 mA

Ig << 1000 IH.A bei Ug = 20V

(Ctor << 1.5 pF bei Ug = 1V = 13MHz
§. —- B55...185°C

Hichstwerte ber #, = 25 *C het 8, — 55 °C
T 100 mA 75 mA
frp 300 mA 225 mA
Tes 500 mA 500 mA
To(Ug - 0) 100 mA 75 mA
To {(Ur — U B1) 75 mA 60 mA
U« 20V 20V
Uk 25 V 25 V

ﬁ B % 30V 30V
I’ 80 mW 60 W
Fin = 0,0 grd/imW

- 83 "C

Foao- 60 (]

Bauform 9
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Scehaltdiode

Germanium-Golddrahtdiode in Allglasausfuhrung

mit grofBem Verhidltnis von Sperr- zu Durchlal3-

widerstand. Linsatz in elektromischen Rechengeriiten

und Datenverarbeitungsanlagen

GAY 62

henmwerte (bei 8, =

25 °C)

= 10 m\

1 V:f=1MHz

ber #, = 55 ~C

75 mA
225 A
500 A

75 mA

60 m.\

20V

25 V

30V

60 mwWw

Ly <05V bel I

I << 50 s\ bei Ur = 10V
Cior =< 1,5 pF het Ugr ==
by - B3 ... 185 C

Hiochstwerte ber #, - 25 °C

[w 100 mA
iy 300 mA
Tes 500 mA
Ty (Upr - 0) 100 mA
Iy (Ug = ﬁlu) 75 mA
Uxn 20V
Cxo 25V
Ui 30 V

Py 80 mwW
Ry 0,5 grd/mW

i — 85 “C

e o B0 O

Bauform 9
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G A Y 63 Schaltdiode

Germanium-Golddrahtdiode in Allglasausfihrung
mit groBem Verhiltnis von Sperr- zu DurchlaB-
widerstand. Einsatz in elektronischen Rechengeriten
und Datenverarbeitungsanlagen

-

Kennwerte (bei 7, — 25 ()

Up == 8V bei Iy == 75 mA\

I = 50\ bei Up = 10V

T << 500 A bei Ugr =

Ciot < 1,5 pF bhel Un 1V:{f:=1MHz
#s — H5... L85 °C

Hochstwerte ber #, — 25 °C bel ¢y == 55 "C
1w 100 A 75 mA
Ly 300 mA 225 mA
| P 500 mA 500 mA
I, (U 0) 100 mA 75 mA
Io (U ffu r) 75 mA 60 mA
L 12 40V 4() Vv
Une S50V S50V

f;r s 60 Vv 60V
P 8O W 60 mW
Rinw = 0,5 grd/mWV

9, - 853

o o 60 ¢

Bauform 9
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Schaltdiode
Germaniuim-Golddrahtdiode in AHglasansiihrung
mit hoher Spervspannung und groBem Verhaltnis

von Sperr- zu Durehlawiderstand

GAY 64

Kennwerte (bei 2, == 25 7°C)

U = 1,LOV ber I

= T m\

I =< 350\
IHU ‘f_i 250 ‘H;X

Cior =2 1,5 pF

55 ... -1- 85 °C

ity

Hochstwerie het &,

1y 75 mA HTRTINN
_fm» 2253 1m A 18O mA
Iis S08 i\ HO0 mA
L, (Ug -0 oA 60 A
I, (U - Ugye) S0 A 40 1m A\
Un ROV TV
Ui 90\ SOV
Urs 100V 83V
Py | SO W HINTTAYY
Bon - 0,5 grd/mW

i 85 C

i = 60

Bauform 9

}_)(.‘i U[{ == ]0 \'r
beir Uy =2 80V
1V f = 1JMH=x

helt Ug =

AT

l)(\i ?r};l, - s

Ho O
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GAZ 16  Schaltdiode

Germanium-Spitzendiode in Allglasausfithrung mit
geringer Sperrverzogerung und grofem Verhiltnis
von Sperr- zu DurchlaBwiderstand. Besonders
geeignet in elektronischen Rechengerdten und in

EDVA
Kennwerte bel ¢, == 15 °C 25 °C 45 °C
Upr(beilp = 4mA) <1V — —
Ur(beilr = 5mA)— <1V < 0,95 V¥
I (bei Ug = 10V) —- — < 30 A
Rin < 0,4 grd/mW

bel ¢, = 15 ... 30 °C
ir (Sperrstrom nach 0,5 ps) < 500 pA
ir (Sperrstrom nach 3,5 us) << 80 uA

Hioehstwerte bei #, — 45 “C
U]{, 25 \’r
I 20 mA

Irs (Iimpulsdaucr t; = 10 psi
Tastverhiltnis 1 : 4) 120 mA

P. 100 mW

??j 8h “C

1, +15... +45 C
¥ +40.,.. +70 C
Bauform 9
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Universaldiode

GAZ 117

Germanium-Spitzendiode in Allglasausfithrung nut

einem grofen Verhilltnis von Sperr- zu Durchlaf-

widerstand, auch bei erhohten Umgebungstempera-

turen. Besonders 1Binsatz in elektronisehen Rechen-

gerdten und Datenverarbeitungsanlagen

kennwerte (hei 4, = 15 °C 25 °C 45 °C
U <1V - ——:beilyr = 4 mA\
Ur —- <1V < 0,95 V; bei Ir = 5 mA
Ir — e <30 pA; beiUg = 10V
Rinja <<0,4 pgrd/mW
1 +15... +45 °C
#s —40 ... +70 °C
Hichstwerte bei $#a = 45 °C
Ugr 25V
1y 20 mA
Tep (b1 = 10 us
Tastverhiltnis 1 : 4) 120 mA
Pv 100 mW
i 85 °C

Bauform 9

]|
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GP119...122

Die Photodioden GP IO, GP 120, GP 121 und GP 122 sind legierte
Ge-Flichendioden in Allglasaustithrung, Sie zeichnen sieh durch cmne
schr hohe Lichtempfindlichkeit aus. Sic konnen mit einer Vorspannung
(U k) als Diode oder ohine Vorspannung als Flenient betrieben werden,

Der Betrieh als Diode ist vorzuziehen.

Autf Grund threr Empfindlichkeit im infraroten Spektralbereich 1st eine
vute Anpassung an dax Licht von normalen Glithlampen gegeben,
Besonders vorteilhaft gegeniitber Photowiderstiinden ist die nahezu

spannupgsunabhingige Kimmpfindlichkeit, die bis zu hohen Beleuchtungs-

stiirken vorhandene Linecaritit und die kleine Zeittkonstante.

Bei der Auslegung von Sehaltungen ist die Temperaturabhiingigkeit des
- - _— - -

bhei Raumtemperatur nicdrigen Dunkelstromes I zu beriicksichtigen,

Die GP 119 bis GP 122 kénnen aberall dort Anwendung finden, wo in der
Schalt- und Regelungstechnik Lichtsignale in clektrische Signale wm-
vesotzt werden sollen, w o, als Strahlungseinpfinger bei Temperatur-
tmessern, in Drehzahlgebern, in Datenverarbeitungsmaschinen, in Licht-

schranken und in elektronischen Zihlgeriten.




Photodioden GP 119 . u GP 122

Kennwerte bel #, — 25 °C

GP 119 Spu min. 30 pAY) o7 R
Spu mittel 70 gAY bei Urmax = 203
(:P }.20 SPU_ Inin. ].00 ‘“'L\]') 1 4 v _ 9 ) v
Spy mittel 125 A1) el Unemas == 203
GP 121 Spmwmin. 30 pAl) T PR
Spir mittel 70 pAl) bei Unmas = 50
GP 122 Spnomin, 100 ,N;'\]) het Ut max 0 50 v

Spomittel 125 pA7L)

Vaximum der :-5}')('ktra101'1

Empfindlichkeit ctwa 1,55 pm
Dunkelstrom bei Urmax 1o mittel 7T A
I]) max 15 'HL'\

In mittel 60 ;A2
Ipmax 150 A%
Zoeitkonstante e = 10 ps hel Ra <~ 17

Hiehstwerte bei ¢, - 25 -C

GP 119/120 Ug = 20V

GP 1217122 Ug=- 50V

Hellstrom T = 3mA
P, == 30 mW
'i(}j e 75 C(‘

B, —— 80 °C

1) Bei 1000 I, und bei ciner Farbtemperatur der Strahlungscuelle von
2850 "I
2) Bei ciner Umgebungstemperatur #. = 55 °C

Bauform 28
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GY099...GY105" Ge-Gleichrichterdioden

fiir Strome bis zu 0,1 A

Elektrische Kennwerte

GY 099 GY 100 GY 101 GY 102 GY 103 GY 104 GY 105

Urnl) 12V 24V 40V 75V 00OV 150V 200V
Unpl) 12V 24 V 40V 75V 100V 150V 200V
Ux 12V 24V 40V 5V 100V 150V 200V
In?) < 1004A <100pA <100xA <100xA <100pA <50pA <50pA

U »?) <0,6V
[rx) 0,1 A
fFPl) 0,35 A
fr-*sl) JA
e - 25 °C ... 475 °C

1 bei #a == 45 °C
3} bei #s = 25 °C — 5 grd

Bauform 29
TGL 200-8352

+ Nicht fur Neuentwicklungen
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te-Gleiehrichterdioden GY 109 o GY 115_|_

tur Strome bis zu 1A

Elektrische Kennwerte

GY 109 Y110 GY 111 GY 112 GY 113 GY 114 GY 115
Tryl) 12V 24V 40V 75V 100V 150V 200V
Urel) 12V 24V 40V 75V 100V 150V 200V

Ur 12V 24 YV 40V 75V 100V 150V 200V
[r?) <2000 A <200puA <<200uA <200uA <200uA <200 uA <200 uA

Ur?) <1V
Ien1) 1A
[ppl) 3A
[rs]) 6 A
_25°C... 4175 °C

T Bei #, = 25 °C — 5 grd

Bauform 30
TGL 200-8353

t) Niecht fiir Neuentwicklungen
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G Y 1 20 G Y 1 25 i Ge-Gleichrichterdioden

fur Strome bis zu 10 A

Flektrische Kennwerte

GY 120 GY 121 GY 122 GY 123 GY 124 GY 125
Texl) 20V 40V 63V 100V 150V 200V
Uxrel) 20V 40V 65V 100V 150V 200V
Ux 20V 40V 63V 100V 150V 200V

Ir?%) < 2mA

U s?) <0,6V

Irxl) 10 A

Irsl) 32 A

Trsh) 70 A

B 25 °C ... 475 °C

1) Bel 8, = 45 °C
2) Bei #a = 25 °C — 5 grd

Bauform 31
TGL 200-8361

+ Nicht fiir Neucentwicklungen
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ber Selengleichrichter ist ein Mehrkristallhalbleitergleichrichter, Seit
Tahrzehnten hat cor auf fast allen Gebicten der Elektrotechnik wegen
ceiner vieltiltigen Austihrungstornmen einen festen Platz und wird auch
im Zeitalter der modernsten Teelinik ehenbiirtie neben den Kinkristall-
hatbleitern stehen. Die besonderen Vorteile des Selengleichrichters sind :

cinfacher Aufhau

groBe Ubcrlastbarkeit

schaltungskombinationen in cinem Element

bei Verwendung mehrerer Gleichrichteor bzw.

besonderer Elementeauswahl

cunstige Preise
Die folgenden Seiten sollen cinen kurzen Uberblick tiber die Vielfalt
ficser Gleiehrichter und ihrer Einsatzmdéglichkeiten geben.

Matban

Der Grundbaustein fiir alle Selengleiehriehter ist die Gleichrichterplatte,
weren Wirkung so ist, dall dem Strom in DurchlaBrichtung cin kleiner
ind In Sperrichtung ein bedeutend gréBerer nichtlincarer Widerstand
‘ntgegengesetzt wird. Die Gleichrichterplatte besteht aus einer Alumi-
num-Trigerelektrode, der Zwischenschicht, den Selenschichten und der
metallischen Gegenclektrode. In Riehtung von der Trigerelektrode zur
tegenelektrode flieBt der DurchlaBstrom, in entgegengesetzter Richtung
lr Sperrstrom.

dem jeweiligen Einsatzgebiet entsprechend, werden Platten unterschied-

«her elektrischer Eigenschaften, Form und GréBe ausgewithlt und ent-
|

Zwischenschicht

Selernschichier
i _

whematischer Aufbau der Selengleichrichterplatte

ﬁ-égaralehfade -
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weder zu Freiflichengleichrichtern auf Bolzen montiert und anschlieBend
lackiert oder zu Gehilusegleichrichtern verbaut. Dabei sind Gehiuse-,
VerschluB- und AnschluBart auf das Anwendungsgebict optimal ab-
gestimmt.

Schaltungsarten: ‘
Einwegschaltung ‘

Kurzzeichen: E Symbol: H—

Dic Einwegschaltung stellt die einfachste aller Schaltungen dar und ist
in ihrer Anwendung auf die Fille beschriankt, bei denen keine besonderen
Anspriiche an die Welligkeit des Gleichrichterstromes gestellt werden.
Diese Schaltung wird normalerweise nur fir kleine Strome angewandt,
so daB mit einem geringen Aufwand an Gldattungseinrichtungen aus-
zukommen ist. Der Transformator muBl verhiltnisméifig grol bemessen
werden, da nur eine Halbwelle der Wechselspannung ausgenutzt wird.

Der arithmetische Mittelpunkt der abgegebenen Gleichspannung betragt
bei Widerstandsbelastung etwa 40% der AnschluBspannung und liegt
bei Kondensatorbelastung tiber dem Wert der Anschluf3spannung
(etwa 110%), abhingig von der Grofe der Gegenspannung oder der
Kapazitéat.

Mittelpunktschaltung ~ ~

Kurzzeichen: M Symbol: ” K*

In der Mittelpunktschaltung werden beide Halbwellen der Wechselspan-
nung ausgenutzt. Sie eignet sich besonders fiir kleinere Spannungen. Die -
Ausnutzung des Transformators ist in dicser Schaltung besser als in der
Kinwegschaltung. Der Transformator muf einen mit dem vollen Gleich-
strom belastbaren Mittelabgriff haben. j

Der arithmetische Mittelwert der abgegcbenen Gleichspannung betrigt
hei Widerstandsbelastung etwa 40% der Anschlulspannung und hei
Kondensatorbelastung, abhingig von der Gréfe der Gegenspannung

oder der Kapazitit, etwa 55 % der Anschlullspannung.

Verdepplerschaltung |

— -

Kurzzeichen: V Symbol: . I I l

Die Verdopplerschaltung wird angewendet, wenn man cine héhere Gleieh-|
spannung als die zur Verfilgung stehende Anschluffspannung erreichen:
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will. Es werden grundsédtzlich zwei Kondensatoren bendétigt, d. h., daf
cine Widerstandsbelastung nicht moglich 1st.

Der arithmetische Mittclwert der abgegebenen Gleichspannung ist ctwa
doppelt so grofl wie der Lffcktivwert der AnschluBspannung, ist aber
auch von der Gréfle der verwendeten Kondensatoren abhangig.

Britckenschaltung ‘

Kurzzeichen: B Symbol:

~—

Die Briickenschaltung ist innerhalb eines weiten Strom- und Spannungs-
bereiches die zweckméBigste und wirtschaftlichste Schaltung und wird
daher fiir alle Einphasenschaltungen am haufigsten angewandt. Hierbei
wird die giinstigste Ausnutzung des Transformators erreicht. Die maxi-
male AnschluBspannung entspricht fiir alle Belastungsarten der Nenn-
sperrspannung. In Sperrichtung ist jeder der vier Zweige mit der vollen
Transformatorspannung beansprucht.

Der arithmetische Mittelwert der Gleichspannung betragt bei Wider-
standsbelastung etwa 80 % und bei Belastung mit Gegenspannung etwa
110 % des Effektivwertes der Anschlullspannung.

Typenauswahl
1. Freiflichengleichrichter

Freiflichengleichrichter sind generell auf Bolzen montiert und zum
Schutz vor Umwelteinfliissen lackiert. Die wichtigsten Einsatzgebiete
fir Freiflichengleichrichter sind:

Stromversorgung von MelBgeriten und Anlagen

Galvanotechnik

Elektroschweilltechnik

Bremsgleichrichtung

Ladung und Pufferung von Battcrien
Im folgenden sollen die wichtigsten Daten der am héufigsten verwende-
ten Platten, die dann zu den gewlnschten Gleichrichtern zusammen-
gestellt werden konnen, aufgefihrt werden. Die Platten sind fur 20V,
25V und 30V Anschlulspannung erhiltlich (letztere nach Vercin-
barung).
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Plattentype Nenn- Bolzen- Bolzen- max. lichte
erleich- durch- anzahl Platten-  Weite
strom MESSeT zahl

min A mm min

16:< 16 0,13 4 1 32 2,5
23 % 23 0,30 4 1 28 3,4
28 x 28 0,50 D 1 28 5,5
40X 40 1,00 D I 24 5,5
50x 60 1,60 8 ] 40 5,5
60 < 80 3,00 8 1 36 7,0
80 % 100 5,00 8 1 30 12,0

100 % 200 10,00 8 2 24 15,0

100 x 300 15,00 8 3 24 15,0

200 < 300 30,00 8 6 24 18,0

2. Gehiiusegleichrichter

2.1 Selenbloekgleichrichter im Kunststoffgehiiuse

Die zu dieser Gruppe gehérenden Typen werden in crster Linic als Netz-

gleichrichter verwendet. Dureh den Einsatz hoch belastbarer Platten ist

trotz guter elektrischer Werte cinc sehr kleine Bauweise moglich. Die

Gleichrichter sind zum Schutz vor Umwelteinfliissen mit GieBharz ver-

gossen. Sie sind sowohl fiir gedruckte Schaltung als auch fiir normalen
LotanschluB lieferbar.

Typ Nenn- Nenngleich-  Gehiuse- Masse Bauform
anschluB3- strom abmessungen
spannung
\% mA min g
12500C 15 500 15 12 12x 32 12 32
M 500 C 30 500 30 121232 12 32 .
V 250C 15 250 15 121232 12 ol "
B 250 C 30 2350 30 12x 12,32 12 32
1B 250 C60 250 U 12 12X 18 8 32 1--18°
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2,2 Selenblockgleichrichter im Alaminiumgehiuse

Diese Gleichrichter eignen sich ebenfalls besonders als Netzgleichrichter
und sind durch ihre Ausfiihrung im Aluminiumgehduse, das auf eine
Kiihifliche montiert werden mul}, besonders hoch belastbar und raum-
sparend. Sie werden fiir normalen Lotanschlufl geliefert.

Tvyp Nenn- Nenngleich-  Gehiuse- Masse  Bauform
anschlufl- strom abimessungern
spannung
V mA mm iy

B 250 C 135 250 135 12x15x 37 18 33

2.3 Selenkleingleichrichter

Diese Gleichrichter kénnen in allen Industriezweigen zur Gleichspan-
nungsversorgung und als Sperrventil eingesetzt werden. Sie erfiillen die
Forderungen der Industrie betreffs geringer Abmessungen, grofler Be-
lastbarkeit und Ausfihrung in Isolierstoffgehéusen.

Typ Nenn- Nenngleich- Gehéuse- Masse  Bauform
anschluf3- strom abmessungen
spannung
v maA mm g
B 25C60 25 60 3,5x10%x12 1,2 34
B 25C 25 25 25 Tx Tx12 1,2 35
B25C150 25 . 150 7x12x13 3,0 36
B 50 C 60 50 60 8x10x12 2,6 37

2.4 Selenklammergleichrichter

Selenklammergleichrichter sind auf Grund ihrer einfachen Gestaltungs-
form relativ preisgiinstig. Zum Schutz vor Umwelteinfliissen sind sie
lackiert. Bei Montage auf einem Kithlblech kénnen die Gleichrichter
hoher belastet werden als bei isolierter Montage. Dureh Verwendung
einer kombinierten Fahno ist sowohl gedruckte Schaltung als auch
normaler Lotanschluf3 mdaglich,
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Typ Nenn- Nenn- Gehéuse- Masse  Bauform
anschluf3- gleichstrom abmessungen

spannung

YV mA mm
B 25 C 400/250 25 400/250 8 1620 6 38
B 25 C 600/400 25 600/400 8 x 23 x 27 12 39

2 5 Selenhoehohmdioden

Die Selendioden zeichnen sich durch einen sehr hohen, nahezu tempera-
turunabhiingigen Sperrwiderstand aus, der 10-60 MOhm betréigt. Sie
eignen sich besonders fur die Anwendung in der Nachrichtentechnik. Sio
werden in Abstufungen von 20 V bis zu 180 V fiir einen Strom von 0,9 mA

geliefert.

Typ Scheitelwert ~ Nenngleich- Geh&duse- Masse  Bauform
Nennanschlufl- strom abmessungen
spannung
Vv mA mm g

D 8 80 0,5 TXTxX8 0,6 40

D 16 160 0,5 TxTx12 1,0 41

2.6 Selenstabgleichriehter

Selenstabgleichrichter werden in erstor Liuic im Hartpapierrohr monticrt
und kénnen fiir beliebige Spannungen in Abstufungen von 10V bis
1500 V far I mA, 3 mA, und 5 mA bzw. 500V fir 10 mA hergestellt
werden.

2.7 Selenhochspannungsstabgleiehrichter

Typ Nenn- Nenngleich-  Gehéuse- Masse  Bauform
anschlufj- strom abmessungen
spannung
Vv mA mim g

12 2400 C 15 2400 15 17x20x 1566 100 42

15 3000 C 15 3000 15 1518 x 151 100
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2.8 Selenstabilisatoren

Bet den Stabilisatoren wird der steile Anstieg der Durchlaikennlinie in
Spannungsbercichen oberhalb der Schleusenspannung ausgenutzt. Sta-
bilisatoren wendet man stets dort an, wo der Arbeitspunkt von Bau-
elementen, z. B. die Gittervorspannung von Rdéhren, die Basisspannung
oder die Betriebsspannung von Transistoren bei Anderung der Speise-
spannung und der Temperatur konstant gehalten werden soll oder als
Referenzdiode in stabilisierten Netzgerdaten.

Sie werden fliir Nennstréme von 1 mA bis zu Nennspannungen von 15 V
und fir 10 mA bis zu 4V in Abstufungen von 0,5 V hergestellt. Auf
Wunsch werden auch Doppelstabilisatoren hergestellt.

Typ Kenn- Stabili- Stabili- Geh#duse- Masse Bau-
zelchnung sierungs- sierungs- ab- form
spannung strom messungen
Vv mA mm g
1,55t1 83 1,5...1,8 0,5...2,0 T7x 7x 8 0,6 43
3,0S5t10 156 3,0...3,6 0,6...2,0 7x12x13 3,0 44

2.9 Selen-Gehirschutzgleichrichter

Der Selen-Gehdérschutzgleichrichter ist ein einfacher Spannungsbegren-
zer, der in erster Linie zur Unterdriickung von Spannungsstéfen im
Fernsprechnetz und damit zur Vermeidung unangenehmer Knack-
gerdusche im Fernhérer verwendet wird.

Typ  Aquivalent- Einfiigungs- Gehéuse- Masse Bau-
widerstand dédmpfung | abmessungen form
Ohm mim g

KG 60 =3500 >0,05 Np bei 4,5x14,4%x 15 1,8 45
be1 0,2V —2N;0,8 kHz;
8,0 600 Ohm

bei 1,0 V <0,7 Np bei
0N; 0,8 kHz;
600 Ohm
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Thermoelektrische Kiihlelemente

Die Tatsache, daB an den Lotstellen ciner stromdurchflossenen, aus zwel
verschiedenen Metallen bestehenden Leiterschleife eine Temperatur-
differenz entsteht, wurde bereits 1834 von dem franzésischen Uhrmacher
PELTIER entdeckt. Aber erst die Entwicklung geeigneter halbleitender
Substanzen in den letzten zwel Jahrzehnten hat die Moglichkeit geschaf-
fon, dicsen ,PELTIER-EFFEKT¢ mit Hilfe der thermoelektrischen
iKuahblelemente teehnisch auszunutzen.

Fin thermoclektrisches Kithlelement besteht aus einem n-Schenkel (rot
lackiert) und einem p-Schenkel (blau lackiert), deren Stirnseiten mit
ciner Speziallotschicht iitberzogen sind. Zum Betrieb wird vom Anwender
mit dem dazugelieferten Speziallot je cin S8chenkelende Gber eine Metall-
britcke galvanisch verbunden, und die anderen Enden werden ebenfalls
ither metallische Létverbindungen an Gleichstromzufihrungen ange-
schlossen.

Worrmeflui3

'
kolte Seite

Stromfluy, %

warme Seite

Prinzipicller Aufbau und Wirkungsweise cines thermoelektrischen
Kihlelementes

Lufolge deos PELTIRKR-13ffektes wird bel Stromflufl Wiarme von der einen
Neite (kalte Lotstellen) zur anderen Seite (warme Litstellen) gepumpt.
Auf der warmen Seite mull fir eine Abfuhr der Wirmme gesorgt werden.
3ei Umkehr der Stromrichtung (im Beispicl Pluspol an den p-Schenkel)
wird auch dic WirmefluBrichtung umgekehrt, d. h. dic zuvor kalte Scite
wird nun beheizt.
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Zur Herstellung von speziellen Kithlanordnungen Jiefern wir cinzelne
thermoelektrische Kihlelemente!), aus denen sich der Answender fir
seine Aufgaben zugeschnittene Kiahleinheiten aufbauen kann?).

Amvendung

Das geringe Gewieht und dic kleinen Alrnessungen machen die thermo-
clektrische Kahlung besonders gut geeignet fiir Nihlzweeke auf eng
hegrenziemr Raum. Die Anpassungsfihigkeit der thermoelektrisehen
Kithlung von der ,,Panktkithlung® cines einzelnen Elementes — hei
kleiner Kélteleistung big zu groBen Kithleinheiten dureh Batterieschal-
tung einer groBeren Anzahl von Kiihlelementen — ermoglicht thren wirt -
schaftlichen Finsatz im Bereich der Kleinkiilte (bis etwa 30 Watt Kiilte-
letstung), da die herkémmlichen Verfahren in diesem Leistungsbereich
unwirtschaftlich arbeiten.

Gegeniiber den konventionellen Kithlverfahren hat die thermoelektrische
Kiihlung Vorziige, die auch fur ihre Anwendung im Bereich groBerer
Kilteleistungen ausschlaggebend sein kénnen:

wartungs- und verschleiBfrei, da keine bewegten Teile erforderlich
sind

hohe Lebensdauer und Betriebssicherheit

gerduschloser Betrieb

lageunabhiingig; unempfindlich gegeniither Erschilttteruneen
< g1 I geg g

leiehte Regelbarkeit der Kilteleistung durch Anderung der Betriehs-
stromstarke

Umkehr des Wirmestromes durch Uimnkehe der Stromrichtung

1y Die thermoclektrischen Kithlelemente wurden an der Martin-Luther-
Universitit Halle-Wittenberg entwiekelt

2} Einbaufertige thermoclektrische Kahlbatterien werden 1m VIOB dkk
Scharfenstein gofertigt
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Aus den Hauptanwendungsgebieten der thermoelektrischen Kiithlung
sind einige wichtige Anwendungsbeispiele:

Konsumscktor Kiihlboxen (bis etwa 30 Liter)
Flaschenkiihler
Auto-Camping-Kithlboxen
Barficher in Wohnmdobeln

Labor- und BMSR-Technik  Taupunkthygrometer
Eispunkt-Thermostate fiir Referenzstellen
von Thermoelementen
Mikroskoptischkiihler
Reagenzglaskiihler
GieBharzkiihler
Thermostate und Klimakammern im
Bereich —25 bis + 80 °C
(Kleinstthermostate bis —70 °C)
Kihlfallen (Buffles)
Gastrocknungsgerite
Kuhlplatten
Tauchkiihler

Medizintechnik Mikrotomkiihler
neurochirurgische Kihlplatten
Kryoextraktor fur die Ophthalmo-
chirurgie
Blut- und Serumtransport
dermatologische Kiithlplatten
Gefriertrecknung

Elektrotechnik Temperaturstabilisicrung von Bau-
elementen, insbesondere in IFrequenz-
generatoren
Kiihlung von Strahlungsempfiangern
{bis —100 °C)

Lufttrocknung von Transformatoren
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Technisehe Daten

fiir Thermoelektrisehe Kiihlelemente ZD 4

TGL 200-8437

Bestellbezeichnung:

Geometrie der Schenkel:

Abmessungen:
Durchmesser

Léange
(ohne Kontaktschichten)

Oberflache:
Stirnflichen
Mantelfliche n-Schenkel
p-Schenkel

Effektivitat Z1)
statistischer Mittelwert
Streubereich

elektrischer Widerstand R1)
statistischer Mittelwert
Streubereich

Thermokrait c!)
statistischer Mittelwert
Streubereich

maximale Spannung Ugmax |
Mittelwert
Streubereich

maximale Stromstirke Iqmax
Mittelwert
Streubereich

maximale Kilteleistung Qmax
Mittelwert
Streubereich

zuldssige héchste Betriebstemperatur

an den Lotstellen

Kihlelemente ZB 4 TGI. 200-8437
zylindrisch
+ 0,5 mm

70 " 0,1 mm
4,0 -+ 0,05 mm

Kontaktschichten aus Speziallot B

roter Schutzlack

blauer Schutzlack

ctwa 2,7 102 grd -!

etwa (2,0...3,3) 10-3 grd !

etwa 2,4 m
etwa (1,5 ...

3,5) m 2

etwa 4+ 10-+ Vgrd-!
etwa (3,5 ...4,5) 10-1 Vgrd -!

ctwa 0,12V
etwa (0,1...0,14) V

40 A
(30...50) A

3,0 W
(2,5...3,5) W

100 °C
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zulissige hochste Zugbelastung 27 kp
der Behenlkel cinsehlieBlich Lotschicht — 70 kp/em?
in ciner Lotverbindung

Ly Werte fur 20 °C

Sonderausiithrungen

Als Sonderausfithrung konnen auler dem Typ ZB 4 in begrenztem Ume-
tang Kihlelemente bezogen werden, die in relativ eng tolerierte Bereiche
nach Effcktivitdts- und Widerstandswerten sortiert sind (siehe TGL
200-8437). Weiterhin koénnen Kithlelemente vom Typ ZB 3 bezogen
werden, die sich vom Typ ZDB 4 durch den doppeltenn Quersehnitt und
damit durch die doppelte Kilteleistung, die doppelte maximale Strom-
stiirke und den halben Widerstandswert unterscheiden,

Lis bhesteht die Maglichkeit, beim Hersteller die angebotenen Kithlelemente
i Teile mit kleinerem Quersehnitt zerteilen zu lassen, urn Kithleinheiten
mit  entsprechend  kleineren maximalen  Stromstirken aufbauen zu
Lkonnen,

Zur Zeit kinnen folgende Querschnittsformen bzw. -grélen im Trenn.
schleifverfahren hergestellt werden, wobei die Bauliinge der Kithlelemente
crhalten bleibt:

I. Halbkrewsfliichen dureh Halbieren der Schenkel

Aus cinem Kihlelement entstehen dadurch 2 Elemente mit je ctwa
45 % der Kitlteleistung und je etwa 45 % der maximalen Stromstirke
des unzerschnittenen Kithlelementes.,

2, Quadranten dureh Vierteln der Schenkel

Auz einem Kithlclenent entstehen dadurch 4 Elemente mit je ctwa
200% der Kilteleistung und je etwa 20°% der maximalen Stromstiivkoe
des unzerschnittenen Kithlelementos,

3. Seéhsteilen der Schenkel

Aus einem Kihlelement entstehen dadureh 6 Elemente mit je ctwa

12% der Kilteleistung und je etwa 12 % der maximalen Stromstirkoe
des nunzerschnittenen Kithlelementes.
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